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La invencidn se refiere a un dispositivo que
‘caomprende un pick~up de material semiconductor para cons-
‘vertir vibraciones de presidn, en oscilaciones eléctricas,
La misma tiene por objeto proveer un dispositivo que com-

5 prende un pick-up estereofdnico destacado, manteniendo
iuna alta sensibilidad de cada uno de los capzles por
fpequaﬁas diferencias entre las sensibilidades de estos
‘canales, La-(ltima propiedad garantiza una reproduccién
jsegura de la imagen sonora,

10 Es conocido que la corriente que pasa a través de
un transistor depende no solamente de la presidn mecdnica
a la que es expuesto este transistor, sino también de la
temperatura, Si el transistor es expuesto a variaciones
de presidn correspondientes a las de las oscilaciones sow

15 noras, pasard una corriente alterna a través del transis-
tor, dependiente del ajuste de corriente continua del
transistor. Dado que esta corriente continua depende no .
solamente del pre-esfuerzo mecédnico sino también de la
temperatura ambiente, es necesario estabilizar esta cow

20 rriente continua,

Es conocido estabilizar el ajuste de corrisnte
continua de los transistores por medio de una realimenta-
;cién de corriente continua. S5i esta medida se aplica a
"los dos transistores sensibles a la presidn de un pick-up

25 :estereofdnico, subsiste el peligro de una discrepancia
en el ajuste de corriente continua ds cada uno de los dos
gtransistores sensibles a la presidn, lo que podria pro=-
?ducir un desplazamiento molesto en la imagen sonora, Si
%los das transistores son conectados en cadena, siendo Ia

30 Esalida del sequndo transistor negativamente realimentada
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para corriente continua a la entrada del primer transistor

puede producicse adn una diferencia indeseable entre los
ajustes de corriente continua y por lo tanto una diferen-
cia indeseable entre las sensibilidades a la presidn de

5 los dos transistores, dada que un aumento indeseable del
ajuste de corriente continua de un transistor debido a
la realimentacidn de corriente continua negativa produ-
ciréd una disminuacidn del ajuste de corriente continua

del otro transistor. Esto produce falta de equilibrio de

-~

10 los dos canales,

La invencidn se caracteriza porque el pick-up:
para manipular seiiales esterofdnicas comprende dos tran-
sistores sensibles a la presidn cuyos caminos emisor-co-
lector son atravesados en serie por la corriente de alie

IS mentacidn,

La invencidn se basa en 21 reconocimiento del
hecho que la conexidn serie de corriente continua de los
dos transistores asequra que la sensibilidad de la pre-
sidn de los dos transistores sea mantenida exadtamente

20 al mismo valor mediante una eleccidn adecuada del pre=-
esfuerzo mecénico, De csta manera se elimina la falta de
equilibrio entre los dos canales estdéreas,

La invencidn serd descripta con referencia al

dibujo,

25 La figura 1 muestra una realizacidn de la in-
vencidn,
i La figura 2 muestra otra realizacidn de la in<
vencidn,

La figura 3 muestra aln otra realizacidn de la
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La figura 4 muestra una realizacidn especial de
~un transistor sensible a la presidn para ser usado en
funa de las realizaciones antss mencionadas,
i La figura 4A es una vista en planta esquemdtica
;y la figura 4B una vista esquemdtica en corto tomada so-
;bra la linea A-B en la figura 4A,

Refiriéndose a la figura 1, las referencias T,
'y T2 desig;an dos transistores sensibles a la presidn;
“un transistor es expuesto a variaciones de presidn corres-
pondientes a una sefial estereofdnica y el atro transistor
es expuesto a las variaciones de presion correspondientes
a la sefial estersofdnica del otro canal, El colector del

primer transistor T, estd directamente consctado al emi=-

1
sar del segundo transistor T2 mientras que la juntura

estd conectada a masa a través de un capacitor grande CO}
Este capacitor Co que forma un cortocircuito para las
frecusncias de sefial, proporciona upa separacidn de co-
rriente alterna satisfactoria entre los dos canales es-
tereofdnicos., En paralelo con la juntura base-emisor de
los dos transistores sensibles a la presidn estd conectada
una combinacién serie de un reistor R y un capacitor de
desacoplamiento Cb, estando este Ultimo constade al elec-
trodo de emisor y estando el resistor Rb conectads al

. electrodo de base de los transistores correspondientes,
"Entre la salida de transistor T2 y la entrada del transise

i

‘ tor Ti estd conectado un resistor Ro’ que compensa las vaw
]

i a s P4

i Tiaciones de la corriente continua que pasa a traves de

" los transistores y asi los estabiliza, Las sefiales de sa-

lida son derivadas de dos resistores, Rl del circuito

- emisor del transistor le Ry del circuito colsctor del
=
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transistor T2. Estos resistores son elegidos del mismo
valor,

Los transistores Tl y T2 de la figura -l puedsn
ser construidos como se muestra en la figura 4. El tran-
sistor planar mostrado en esta figura comprende un cuerpo
semiconductor 1 de tipo n, de por ejemplo aproximadamente
600 x 600 micrones, gue estd provisto sobre un lado con
una capa aislante 4, por ejemplo una capa de silice ds
0,5 micrones. Sobre el lado de la capa aislante 4, por
debajo de la misma, estén dispuestas la zona de base 2
de tipo p, por ejemplo de 400 x 300 micrones, y la zona
emisora 3 de tipo n de por ejemplo 200 x 100 micrones. La

zona de colector estd formada por el material semiconduc-

tor que rodea a la zona de base 2, material que pertenece .

al cuerpo 1 del tipo n, La capa aislante 4 estd provista
con dos conductores 5 y 6 para establecer conexiones con-
ductoras a la zona de bagse 2 y a la zona emisora 3, para

cuyo fin se proveen ventonas en la capa aislante como se

muestra en la figura 48, El cuerpo semiconductor 1 de tipo

n puede ser asegurado a un soporte metdlico 7 por técnicas

de semiconductores conocidas, soporte que sirve al mismo
tiompo como un electro de colector, Por medio de la pla

7

de diamante D, las vibraciones de presidn son suministra-
das al treneistor. Esta pla cjerce presidn sobre la parte
de la capa aislante 4 ubicada directamente encima de la
zona emisora 3,

Lz relacién entre el radio del drea do contacto
de la pfia de diamante D y el area emisora y el espesor de

las zonas de emisor y de base, dstermipnan el tipo de disw

posicidn en gque la sensibilidad a la presidn dgl transistor

| 34167
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8s mAxima,

Si se usa un transistor impulsado por una pla
de diamante, siendo dicha relacién\< 1, la sensibilidad
a la presidn de este transistor es méxima, cuando las
variaciones de corriente zlterna en la base son suprimi-
das, Para este fin la figura 1 muestra un resistor Hb ¥
un capacitq? Ub’ siendo el resistor R, un miltiplo de la
resistencia interna de la entrada de base del transistor
correspondiente, mientras que el capacitor Cb forma una
impedancia despreciable para la frecuencia de seffal,

8i, por sl coptrarieo, se usa un transistor que
es impulsado por una pla de diamante con una relacién§>35:
la sensibilidad a las variaciones de presidn resulta ssr
mdxima cuando el transistor es impulsado a una tensidn
base emisor Vbe substancialmente constante, Esto puede
ser obtenido eligiendo los resistores Rbl y sz de modo
que sean iguales a cero.

La figura 2 muestra otre realizacidén de la inven=
cidn, en gque se usan dos transistores sensibles a la pre-
sién de tipo, de conductividad diferente y que tienen la
misma sensibilidad a la presidn, estando los dos colectores
de los transistores Trty T2 directamente cqnectados entre
s{ y la juntura estd conectada a un punto de potencial
constante a través de un capacitor de desacoplamiento CO;
En paralelo con los caminos base-smisor de los dos transis=
tores T, y Ty estd nuevamente conectada la combinacidn se-
pie del capacitor de desacoplamiento Cb y el resistor Rb’
estando copectado un extremo del dltimo a la base del
transistor correspondiente, Los dos transistores sensibles

a la presidn son realimentados negativamente para corriente
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continua adicionalmente, por medic de resistores iguales
RCQ Las sefiales de salida de los dos transistores son de-
rivadas desde los dos resistores R en los respectivos cir-
cuitos de emisor., El funciopamiento de esta disposicidn es
similar al de la figura 1,

La realizacidn mostrada en la figura 3 comprende |
dos transistores de tipo de conductividad opuesto y de
iguales sensibilidades a la presidén. Los emisores, sin
embargo, estdn conectados entre si a través de resistores
RE’
los dos resistores RE (REl y REZ)’ estd conectada a un

que son nuevamente de valores iguales, La unidn de

punto de potencial constante a través de un capacitor
desacoplador grande Co..Entre los electrodas de emisor

de base de los dos transistores estdn conectadas nueva-
mente las combipaciones serie de los resistores Rb y Cb

de la manera descripta para las disposiciones precedentes’.
Las dos sefiales de salida son derivadas de los emisores

de los dos transistores Tl y TZ;

Los resistores RE son altos con respecteo a las
resistencias base-~emisor de los dos transistores T1 y Tia
De esta manera se obtiene una realimentacidn negativa sa-
tisfactoria de corriente continua para cada uno de estos
transistores, permaneciendo suficisntemente alto el nivel ;
de impedancia del que son derivadas las sefiales de salida,
En lo demds esta realizacidn es andloga a las realizacio-
nes precedentesi

La presente solicitud, que corresponde 2 la pre-
sentada en Holanda el l4 de Junio de 1,966, bajo el nd-
mero 66-08194, se acaoge @ los beneficios del articulo 51
del vigente Estatuto sobre Propiedad Industriall,

341673

s

29,6,67 -7



N 0 T A

Los puntos de invencidn propia y nueva, que se
presentan para gue sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidn en Espaffa, por VEINTE afios, son los

& siguientes:
1v=- Dispositivo que comprende un pick-up de
“material semiconductor para convertir vibraciones de
_presidn en oscilaciones eléctricas caracterizado porque
sl explorador de surcos comprende para manipular sefiales
10 estereofdnicas dos transistores sensibles a2 la presidn
cuyas caminos emisor-colector son atravesados en serie
por la corriente de alimentacién,

2.- Dispositivo que comprende un pick-up de
acuerdo con la reivindicacidén 1, caracterizadeo porque

15 en paralelo con el camino emisor-base de cada uno de
los transistores esté conectado un capacitor,

3.- Dispositivo que comprende un pick-up de
acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque
en paralelo con el camino emisor-base de cada uno de

20 los transistores estéd conectada la combinacidn serie de
un resistor y un capacitor, estando el resistor conecta-
do a la base,

-4,- Dispositivo que comprende un pick-up de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,

25 caracﬁerizado porque un punto de 1a conexidn directa de
los dos transistores estd conectado a través de un capaci
tor a un punto de potencial constantec,

5,~ Dispositivo que comprendse un pick-up de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,

30 caracterizado porque los dos transistores sensibles a la
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presidn son del mismo tipo de conductividad,

6,~ Dispositivo gue comprende un pick-up de
acuerdo con la reivindicacidn 5, caracterizado porque es
provista una realimentacién negativa de corriente conti-
nua>desde la salida del segundo transistor a la entrada
del primer transistor,

7.~ Dispositivo que comprende un pick-up de
acuerdo con cualgquiera de las reivindicacidnes 1 a 4, en
que los dos transistores sensibles a la presidn son de
tipos de conductividad diferentes, caracterizado porque
cada uns de los transistoras tiene su propia realimenta-
cidn negativa de corriente continua,

8.~ Dispositivo que comprende un pick-up de
acuerdo con la reivindicacidn 7, caracterizado porque los
dos emisores de los dos transistores estdn conedtados en-
tre s{ a través de resistores, cuya unidn estd conectada
a través del capacitor mencionado en la cldusula 4 a un
punto de potencial constante,

9.~ Dispositivo que comprende un pick-up de
material semiconductear paraz convertir vibraciones de pre-
sidn en oscilaciones electricas,

Tal y como se ha descrito en la flemoria que a2n-
tecede, representado en los dibujos qué se acompafian

y con los fines que se han especificado,

| 341673
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Esta Memoria consta de diez hojas escritas a

imdquina por una sola cara,
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